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【はじめに】Ge-MOSFETにおける課題として，Geのバンド端に近いフェルミレベルのピニングにより起こ

る，n-Geと金属との高い接触抵抗が挙げられる。よって，ショットキー障壁値(Bn)の減少が n型 FETにお

いて重要となる。これまでの研究で，積層プロセスを用いて NiSi2層を Ge基板上に形成し，界面に Ni3Pを

挿入し熱処理を行うことで，オーミックの特性を得ることに成功した[1]。本研究では，NiSi2/Geコンタクト

の電気特性を測定し，裏面二次イオン質量分析法(Backside SIMS)を用いて，界面に導入した不純物の濃度分

布を測定した。 

【実験方法】HF処理をした n-Ge(100)基板(Nd=4×1016 cm-3)上に，スパッタ法を用いて Ni3P(0.68 nm)，Si(1.9 

nm)の順で堆積，その上で Ni(0.5 nm)と Si(1.9 nm)を 7回交互に堆積した。裏面電極として Alを蒸着し，N2

雰囲気で 200 oC～800 oC，1分間の熱処理を行い，接触抵抗評価のために Circular TLM法を用いて電気特性

を測定した。また，熱処理前と，500 oC熱処理後の二つのサンプルに対して，Backside SIMSを用いて深さ

方向の濃度分布を測定した。 

【実験結果】Fig.1 に CTLM 法を用いて測定した電気特性の結果を示す。300 oCから 600 oC まで安定した

オーミック特性を示した。200 oCでは不純物の拡散が不十分であると考えられ，700 oC以降では NiGeが形

成している影響が形成していると考えられる。 Fig.2に Backside SISMで測定した濃度分布の結果を示す。

熱処理に伴い，基板と NiSi2に，導入した Pが拡散していることがわかった。詳細は当日報告する。 

[1] 吉原 他, 2012年秋季第 73回応用物理学関係連合講演会 11a-PB2-13.  
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Fig.1 Current-voltage characteristics of CTLM. Fig.2 Backside SIMS profiles of P. 
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